Fragen zur Prüfung aus

BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK

E. Gornik

1. Warum eignen sich GaAs-Dioden nicht zur Erzeugung von sichtbarem Licht?

2. Geben Sie die Schaltung eines NMOS-Inverters an und skizzieren Sie dessen Übertragungskennlinie

3. Weitere Möglichkeiten des CMOS-Inverters, Vorteile von CMOS-Invertern

4. Beschreiben Sie den Mechanismus, der der kritischen Spannungssteilheit des Thyristors zugrundeliegt.

5. Kritische Stromsteilheit

6. Zündproblem beim Thyristor

7. Thyristor als gesteuerter Schalter, TRIAC

8. Skizze des Querschnitts einer 2-Transistor CMOS-Zelle mit Beschaltung.

9. Wie funktioniert ein HL-Laser (stimulierte Emission, Inversion + Rückkopplung, Reflexion)?

10. Kleinsignal-Ersatzschaltbild des Bipolartransistors inklusive Frequenzabhängigkeit

11. Bodediagramm beim OPV-Verstärker (Knicke etc)

12. Was begrenzt das HF-Verhalten des Transistors (Laufzeit, Transitfrequenz, Grenzfrequenz, max. Schwingfrequenz)?

13. Wie funktioniert ein Inverter?

14. Wie realisiert man eine Konstantstromquelle mit einem FET?

15. Wie stellt man beim FET bzw. beim Bipolartransistor die Steilheit mit der Dotierung ein?

16. Was muß man beim Leistungstransistor beachten?

17. SIPMOS

18. Was ist eine Kleinsignalanalyse

19. Was berücksichtigt die Diffusionskapazität einer Diode?

20. Wie bestimmt man den Eingangs- bzw. Ausgangswiderstand eines Emitterfolgers?

21. Wie realisiert man Spannungs- bzw. Stromquellen?

22. Was bewirkt der Early-Effekt?

23. Wovon hängt die Transitfrequenz des Bipolartransistors ab?

24. Vorteile des Heterobipolartransistors gegenüber dem normalen BIP-Transistor?

25. Warum ist der FET temperaturstabilisierend, warum der BIP-Transistor nicht?

26. Wie realisiert man mit einem OPV einen Rechteckgenerator?

27. Wie realisiert man Verstärkerendstufen?

28. Aufbau eines Differenzverstärkers, Kennlinie

29. Realisierung eines AND- bzw. NAND-Gatters in TTL-Technik.

30. KIRK-Effekt und seine Auswirkung auf die Kennlinie des Transistors

31. Geben Sie das dynamische Kleinsignalmodell einer Diode an (Schaltbild, Abhängigkeit der Bauelementgrößen von Strom und Spannung im Arbeitspunkt).

32. Gummelzahl

33. Transitzeit

34. Leistungs-MOSFETs

35. Leistungssteuerung beim Thyristor (Phasenanschnitt)

36. Temperaturstabilisierte Verstärkerschaltung

37. Logarithmierer mittels OPV

38. Kennlinie des FET im ohmschen und im Stromquellenbereich

39. Wie können Sie mit Hilfe eines Operationsverstärkers einen Integrator bzw. Differentiator realisieren? Skizzieren Sie des weiteren die zugehörigen Bodediagramme.

40. Definition der Schaltzeiten eines Transistors anhand einer Skizze

41. Skizze des Verlaufs der Kapazität an einem MOS-Kondensator in Abhängigkeit der anliegenden Spannung. Diskussion des unterschiedlichen Verhaltens bei hohen und niedrigen Frequenzen

42. Was versteht man unter dem differentiellen Widerstand eines nichtlinearen Bauelements?

43. Zeichnen Sie die Schaltung eines typischen Operationsverstärkers

44. Vergleichen Sie Komparator und Operationsverstärker

45. Erläutern Sie die Bedeutung der Schleifenverstärkung bei rückgekoppelten Verstärkerschaltungen.

46. Erklären Sie die Frequenzkompensation anhand des Bodediagramms eines 2-stufigen Operationsverstärkers.

47. Skizzieren Sie im Ausgangskennlinienfeld des Bipolartransistors die Grenzen der „Safe Operation Area“. Erläutern Sie diese Grenzen.

48. Nennen Sie zwei Methoden der Gleichstromanalyse nichtlinearer Widerstandsnetzwerke.

49. Welche Vereinfachung bringt die Kleinsignalanalyse?
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